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摘要 (Abstract)：为突破硅基器件在纳米尺度的性能瓶颈，基于高迁移率III-V族半导

体沟道和ALD高k介电层的新型金属-氧化物-半导体（MOS）器件受到了学术界广泛

关注。然而III-V族/高k结构在半导体界面处和介电层中存在较多的电学缺陷，对器件

的迁移率、工作能耗以及可靠性造成严重负面影响。报告人将首先介绍器件中两种主

要的电学缺陷，即界面陷阱和边界陷阱以及其物理起源、电学模型和表征方法。之后

，将详细讲述报告人在新型MOS器件电学缺陷，特别是边界陷阱方面的研究工作。基

于模型的定量分析方法将与多种工艺调控手段相结合，配合多角度的表征技术，研究

缺陷密度与各制备流程参数的相关性以及背后的物理学和材料学机制。最后，进一步

讨论可靠性与电学缺陷的相关性，探究MOS器件性能衰退的原因，为进一步的器件优

化指出方向。 
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